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과 압 차  갖는  2 압 미 , 상   1 압 미 과 상   2 압 미  사 에 연결  복수

개가 직  연결  OTS(Ovonics threshold switch) 치들,  상  복수 개  OTS 치 체 또는  

택  동시키   복수 개  스 치  포 다. 
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청

청  1 

 1 압 미 ;

상   1 압 미 과 압 차  갖는  2 압 미 ; 

상   1  압  미 과  상   2  압  미  사 에  연결  복수 개가 직  연결  OTS(Ovonics

threshold switch) 치들  포 는 압 어 치.

청  2 

 1 에 어 ,

상   1 압 미 과 상   2 압 미  사  압 차 는 상  복수  OTS 치들  계 압  

보다 크도  는 압 어 치. 

청  3 

 1 에 어 , 

상  OTS 치 각각 , 

 1 극, 

상   1 극 상 에 는 칼 게나 드층  

상  칼 게나 드층 상 에 는  2 극  포 는 압 어 치. 

청  4 

 3 에 어 ,

상  복수  OTS 치들  도체  상에 층 도  고, 

층  상  OTS 치들  택  통   연결 는 압 어 치. 

청  5 

 1 에 어 , 

상  OTS 치들  연결 드 마다 압  드가 비 는 압 어 치. 

청  6 

 1 에 어 , 

직  연결  상  복수  OTS 치 각각  어 는 스 치들   포 는 압 어 치. 

청  7 

 6 에 어 , 

상  스 치들  스 치 어 신 에  개별  동 는 트랜스미  게 트  압 어 치.

청  8 

 7 에 어 ,

상  스 치 어 신  생 는 어 신  생   포 ,
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상  어 신  생 는, 

 트  신  아 복수   신  는 ; 

상   신  각각과 연결 , 상  복수  OTS 치  /  보  는 복수   닛  포

는 압 어 치. 

청  9 

 1 압 미 ;

상   1 압 미 과 압 차  갖는  2 압 미 ; 

상   1  압  미 과  상   2  압  미  사 에  연결  복수 개가 직  연결  OTS(Ovonics

threshold switch) 치들; 

상  복수 개  OTS 치 체 또는  택  동시키   복수 개  스 치  포 는 압 

어 치. 

청  10 

 9 에 어 ,

상  스 치는 상  OTS 치 각각에 도  연결 는 압 어 치.

청  11 

 9 에 어 ,

상  스 치는 스 치 어 신 에 답 여 동 는 트랜스미  게 트  압 어 치. 

청  12 

 11 에 어 ,

상  스 치 어 신  생 는 어 신  생   포 ,

상  어 신  생 는 

 트  신  아 복수   신  는 ; 

상   신  각각과 연결 , 상  복수  OTS 치  /  보  는 복수   닛  포

는 압 어 치. 

청  13 

 9 에 어 ,

상   1 압 미 과 상   2 압 미  사  압 차 는 상  복수  OTS 치들  계 압  

보다 크도  는 압 어 치. 

청  14 

 9 에 어 , 

상  OTS 치 각각 , 

 1 극, 

상   1 극 상 에 는 칼 게나 드층  

상  칼 게나 드층 상 에 는  2 극  포 는 압 어 치.
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 술  야

본  도체 집   치에  것 , 보다 체 는 OTS 치   압 어 치에 [0001]

것 다. 

 경  술

도체 집   치는 워 라  압  가 아, 내  압에  압  변경 는 압 어[0002]

치  포  수 다.  같  압 어 치는  등   여, 압  강  또는 여,

내   동 에  압  생  수 다. 그 에 압 어 치는 워 라 에 포  수 는

비 상    압  강 시  내  에 공 는 역  또  수  수 다. 

 내

결 는 과

본    차지 도 단시간내에  압  생  수 는 압 어 치  공 는 것[0003]

다. 

과  결 수단

본   실시 에  압 어 치는,  1 압 미 , 상   1 압 미 과 압 차  갖는[0004]

 2 압 미 ,  상   1 압 미 과 상   2 압 미  사 에 연결  복수 개가 직  연결

 OTS(Ovonics threshold switch) 치들  포  수 다. 

본  다  실시 에  압 어 치는,  1 압 미 , 상   1 압 미 과 압 차  갖[0005]

는  2 압 미 , 상   1 압 미 과 상   2 압 미  사 에 연결  복수 개가 직  연결

 OTS(Ovonics threshold switch) 치들,  상  복수 개  OTS 치 체 또는  택  동시

키   복수 개  스 치  포 다. 

 과

  차지 도 빠  도  압  강 시 , 다양  압  생  수 다. [0006]

도  간단  

도 1  본   실시 에  압 어 치  보여주는 도 다. [0007]

도 2는 본   실시 에  OTS 치  단 도 다. 

도 3  본   실시 에  직  연결  OTS 치들  도체 상에 집   보여주는 단 도

다. 

도 4는 본  다  실시 에  압 어 치  보여주는 도 다. 

도 5는 본  다  실시에에  어 신  생  보여주는 개략  도 다.

도 6는 본   실시 에  OTS 치   압 특  보여주는 그래 다.

도 7  본   실시 들에  시스  시 는 도 다.

 실시   체  내

본    특징, 그리고 그것들  달 는  첨 는 도 과 께 상 게 후술 어 는 실시[0008]

들  참  질 것 다. 그러나 본  에  개시 는 실시 들에 는 것  아니라 

다  다양  태   것 , 단지 본 실시 들  본  개시가 도  , 본  는

술 야에  통상  지식  가진 에게  주  게 알 주   공 는 것 , 본 

청  주에   뿐 다. 도 에  층  역들  크   상  크 는  료  

과  것  수 다.  체에 걸쳐 동  참  는 동    지칭 다.
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도 1  본   실시 에  도체 압 어 치  개략  블 도 다. [0009]

도  1  참 ,  압  어  치(100)는   1  압  미 ,   2  압  미 ,   복수  OTS(Ovonic[0010]

threshold switch) 치(110,130,150)  포  수 다. 

상   1 압 미   들어, 워 라  압(VDD) 미  수 고,  2 압 미   들[0011]

어 지 압(VSS) 미  수 다.   1   2 압 미  복수  OTS 치(110, 130,150)  동

  압 차  가질 수 다.  들어, 상   1 압 미 (VDD)과 상   2 압 미 (VSS)

사  압 차 는 상  복수  OTS 치들(110,130,150)  계 압  보다 크도   수 다. 

복수  OTS 치(110,130,150)는 상   1 압 미 (VDD)과  2 압 미 (VSS) 사 에 직  연결[0012]

수 다. 본 실시 에 는  들어, 3개  OTS 치(110,130,150)가 상   1 압 미 (VDD)과  2 압

미 (VSS) 사 에 순차  연결  수 다. 

여 , 각각  OTS 치(110,130,150)는 도 2에 도시   같 ,  극(110a,130a,150a), 상   [0013]

극(110a,130a,150a)  상 에  는  상변  물질에  당 는  칼 게나 드층(chalcogenide:110b,130b,150b)

 상  칼 게나 드층(110b,130b,150b) 상 에 는 상  극(110c,130c,150c)  층 물  

수 다. 각각  OTS 치(110,130,150)는 " / " 동  여, 칼 게나 드 재료  특   수 

다. 상  칼 게나 드층(110b,130b,150b)  그것  계 압 또는 그 보다  압(  계  또는 그

상  )  상  상  극(110c,130c,150c) 또는  극(110a,130a,150a)  가  , 

큰 상태(비 질 상태  연 상태)에   낮  도  상태  도 는 스 칭 특  갖는다. 상  OTS

치(110,130,150)는 상  같  칼 게나 드 특  가지고  문에, 빠 고 재  가능  스 칭  공

 수 다. 

또 , 상  칼 게나 드층(110b,130b,150b)   칼 겐 원   나 상   또는  개[0014]

질 원 (modifying element)  포  수 다.  들어, 칼 겐 원 는 주  VI열에 당 는 Te, Se

 S  나가 택  수 고, 개질 원 는  들어, 주  III열에 당 는 Ga, Al  In  나,

또는 주  V열에 당 는 P, As,  Sb  나  택  수 다. 상  원 들  비  칼 게

나 드층(110b,130b,150b)  께에  다양   값  나타낼 수 다.

상술   같 ,  1 내지  3 OTS 치(110,130,150)는 상   1 압 미  압(VDD)과  2 압[0015]

미  압(VSS)에   동 어,   동  수  다.  ,  상   1  내지   3  OTS  치

(110,130,150)  칼 게나 드층(110b,130b,150b)  께에 라,  1 내지  3 OTS 치(110,130,150)  

 다  값  가질 수 다. 

상   1 내지  3 OTS 치(110,130,150)   태  동 에 라,  3 OTS 치(150)   2 OTS[0016]

치(130)  연결 드에   1  압(V1)  얻어질 수 고,  2 OTS 치(130)   1 OTS 치(11

0)  연결 드에   2  압(V2)  얻어질 수 다.  들어,  1  압(V1)   2  압

(V2)  다  식에  얻어질 수 다. 

V1= VDD×(ROTS2+ROTS1/ROTS3+ROTS2+ROTS1)[0017]

V2= VDD×(ROTS1/ROTS3+ROTS2+ROTS1)[0018]

 같   1 내지  3 OTS 치(110,130,150)는 도 3에 도시   같 , 도체 (101) 상 에 연막[0019]

(105,115,135,155)들  사 에 고 층  수 다. 상   1 내지  3 OTS 치(110,130,150)는 택

(120,140,160)  통  순차  연결 에 라,  직  연결   수  다.  직  연결  OTS  치들

(110,130,150)  도체 (101)상에 상  층  태   문에, 폴리 실리   는

래  보다   가질 수 다. 또 , OTS 치는 그것  스 칭 도가 상당  빠  문에, 빠

 시간내에 다양   압  얻  수 다. 

도 4는 본  다  실시 에  압 어 치  나타내는 도 다. [0020]

본 실시  압 어 치(100a)는 직  연결  복수  OTS  치들(110,130,150)  각각에 연결  스 치[0021]

(SW1,SW2,SW3)   포  수 다. 상  스 치(SW1,SW2,SW3)는  들어, 스 치 어 신 (TM1,TM2,TM3)

에 답 여 동 는 트랜스미  게 트  수 , 상  스 치(SW1,SW2,SW3)  택  동 에  복수

OTS 치들(110,130,150)들  또는  동시킬 수 다. 
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상  스 치 어 신 (TM1,TM2,TM3)는 도 5에 도시   같  어 신  생 (200)에  생  수[0022]

다. 

어 신  생 (200)는 도 5에 도시   같 , (210)   1 내지  4  닛(220a~220d)[0023]

포  수 다. 

(210)는  들어, 2 비트 트  신 (CTRL<0:1>)  아,  1 내지  4  신 (D1~D4)[0024]

생 도  다. 

 1  닛(220a)  (0,0,0) 보   수 고,  2  닛(220b)  (0,0,1) 보   수[0025]

고,  3  닛(220c)  (0,1,1) 보   수 고,  4  닛(220d)  (1,1,1) 보  

 수 다.   같   1 내지  4  닛(220a~220d)   들어 퓨  체 거나 래치  수

다. 

상   1 내지  4  신 (D1~D4)는 상   1 내지  4  닛(220a~220d)에 각각 연결 다. 에[0026]

블   신 (D1~D4)에 라,  1 내지  4  닛(220a~220d)에  보들  택 는 보가

스 칭 어 신 (TM1,TM2,TM3)   수 다. 

에 라, 직  연결  OTS 치들(110,130,150) 체 또는  택  동시킬 수 므 , 워[0027]

라  압  원 는  강 시킬 수 다. 

본 실시 에  OTS 치(110,130,150)는 도 6에 도시   같 , 스냅 (snap back) 상  가지고 다.[0028]

, OTS 치(110,130,150)는 계 압(Vth)보다 낮  압에 여, " (off)" 상태 컨 , 

비도  상태  지  수 다. 또 , OTS 치(110,130,150)는 계 압(Vth)보다  압에 여, "

(on)" 상태  스냅 다. , " " 상태  OTS 치(110,130,150)는  "  압(holding voltage)" 

 거  변 없  지 는 압 특  여 상당량   빠 게 운  수 다. 에 라, 

압  빠  도  압 강 시킬 수 다. 

도 7  본   실시 에  나 상  (502)   어도 나에 결  시스  어 직[0029]

(504), 시스  어 직(504)에 결  도체 집   치(100),  시스  어 직(504)에 결  나

상  통신 스(506)  포 는 시  시스 (500)  시 다.

통신 스(506)는 나 상  트워크  통 , /또는  그   스들과 통신[0030]

, 시스 (500)   스  공  수 다. 통신 스(506)는   드웨어 /

또는 웨어  포  수 다.  실시 에  통신 스(506)는,  들어, 트워크 어 , 무

트워크 어 ,  , /또는 무   포  수 다. 무  통신  ,  실시 에  통신

스(506)는 나 상  안 나  사  수 다.

 실시 에  (502)  어도 나가 시스  어 직(504)  나 상  컨트 러   직[0031]

과 께 키징  수 다.  실시 에 , (502)  어도 나가 시스  어 직(504)  나

상  컨트 러   직과 께 키징 어 SiP(System in Package)   수 다. 

 실시 에 , (502)  어도 나가 시스  어 직(504)  나 상  컨트 러(들)  [0032]

직과 께 동  다  상에 집  수 다. 

 실시 에 , (502)  어도 나가 시스  어 직(504)  나 상  컨트 러   [0033]

직과 께 동  다  상에 집 어 SoC(System on Chip)   수 다.

 실시 에  시스  어 직(504)    스  (502)  어도 나 /또는[0034]

시스  어 직(504)과 통신 는   스 또는 컴포 트에 공     

스 컨트 러들  포  수 다.

 실시 에  시스  어 직(504)  (set), 리 (reset)  리드 동 들과 같 , 그러나 에 [0035]

지 않는, 다양  액 스 동 들  어   스  도체 집   치(100)에 공   

 컨트 러(508)  포  수 다.  컨트 러(508)는 도체 집   치(100)  어 도  특별

 어 직(510)  포  수 다. 어 직(410)  드라 들,  쉬 들,  들 등

어   다양  택  신 들   생  수  다.  다양  실시 들에 ,  어  직(510) ,

(들)(502)  어도 나에  실 는 경우  컨트 러  여  술  동 들  수 게 
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는, 비 시  컴퓨  독 가능 매체에  어들  수 다.

다양  실시 들에 , 시스 (500)  스크톱 컴퓨  스, 랩톱 컴퓨  스,  컴퓨  [0036]

스(  들어, 스마트폰, 태블릿 등)  수 다. 시스 (500)   많거나 또는   컴포 트들, /또는

상  아키 처들  가질 수 다.

상 본  람직  실시  들어 상 게 나, 본  상  실시 에 지 않고, 본[0037]

 술  사상   내에  당 야에  통상  지식  가진 에 여 여러 가지 변  가능 다.

 

101: 도체              110, 130, 150: OTS 치     [0038]

120,140,160: 택           SW1,SW2,SW3: 스 치

도

도 1

도 2

공개특허 10-2018-0031282

- 7 -



도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 7
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